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前言

材料、能源和信息科学是现代文明的三大支柱。
材料科学是研究材料的组成、结构、缺陷与性能关系及其变化规律的一门基础学科，材料制备技术则
是研究材料制备新技术、新工艺以实现新材料的设计思想，并使其投入应用的一门应用学科，两者相
互结合、相互促进，形成材料制备科学与技术。
材料制备科学与技术正在发生深刻变化，科学与技术日益融合，新设计思想、新材料、新技术、新工
艺相互结合，开拓了许多高新技术前沿领域。
材料制备科学与技术的现代研究成果包括大单晶体、薄膜、陶瓷、复合材料、超晶格量子阱、纳米材
料与纳米技术等方面的新进展，正在并将继续在推进人类物质文明和精神文明过程中起到重要的先导
作用。
本书主要集中阐述材料制备科学与技术的基本理论知识和新材料、新技术的最新成果，包括晶体结构
、晶体缺陷、成核理论、界面的平衡结构、晶体生长动力学、相平衡状态图、单晶材料的制备、薄膜
材料的制备、陶瓷材料的制备、复合材料的制备和材料工程新技术。
全书编著过程始终把握基础理论知识与实际材料，特别是高技术新材料的研究、制备与应用相结合的
原则，重点是先进人工晶体材料制备科学与技术，在阐述有关国内外研究进展与前沿成果的同时，还
引入了编著者多年来在该领域进行教学和科学研究中所积累的有关新知识、新经验、新成果，使读者
既能了解到该学科的国际发展水平，又能看到我国的先进技术，从而增加学习的兴趣和动力。
内容编排遵循理论联系实际的原则，深入浅出，既有基本原理的论述，又有实际操作方法和工艺、技
术的介绍，还配有适当的基本原理和典型设备示意图及其相关习题。
本书共分为11章，其中第1—6章为朱世富编著，第7～11章为赵北君编著。
材料制备科学与技术内涵丰富，涉及的学科领域和范围非常广泛，知识技术又在不断发展更新，鉴于
我们的知识水平有限，难免存在缺点甚至错误之处，恳请读者批评指正。
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内容概要

本书比较深入系统地阐述了材料制备科学与技术的基本理论知识和新材料、新技术的最新成果，包括
晶体结构、晶体缺陷、成核理论、界面的平衡结构、晶体生长动力学、相平衡状态图、单晶材料的制
备、薄膜材料的制备、陶瓷材料的制备、复合材料的制备和材料工程新技术，重点是先进人工晶体的
材料制备科学与技术。
全书共11章，第1～6章为材料制备科学基础理论知识部分，第7—11章为材料制备新技术与新材料部分
。
    本书既可作为材料科学与工程及相关专业本科生专业基础课或专业课教材，又可作为物理学、化学
、化工和其他相关专业研究生的教材或参考书，也可作为有关教师、科研人员和工程技术人员的参考
书。
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章节摘录

插图：1.位错对生长的贡献晶体生长过程中，由于各种工艺原因，晶体存在一定数量的位错。
如果一个纯螺型位错和光滑界面正交，就会产生一个高度等于界面间距的台阶，如图5.1 1所示。
不管晶面如何生长，这种台阶是永存的。
这是由于晶体中出现了螺位错，晶面已经成为一个连续的螺蜷面，而不再像完整晶体那样是一层一层
垛起来的。
由于这种因位错产生的台阶永远存在，因而能在生长过程中提供无穷无尽的台阶源，这就完全消除了
光滑界面生长的热力学位垒，去除了二维成核的必要性。
如图5.1 1所示，这种类型的台阶把螺位错的端点和晶体的边缘连接起来，在驱动力作用下，当流体原
子或分子被吸附在晶体表面并扩散到台阶之后，台阶便向前推进。
既然位错端点固定不动，台阶就势必绕着此端点旋转。
由于使台阶内端旋转一周比使台阶外端旋转一周所需要的原子少，因此台阶内端部分比台阶外端部分
旋转得快，即角速率要大些，因而台阶便成为螺蜷状。
如图5.12所示的是开始时为直台阶，在驱动力作用下台阶运动不同时刻的图像。
台阶发展成为螺蜷状之后，台阶内端的角速度不会永远比外端大。
因为台阶内端的曲率半径总比外端的小，所以台阶内端运动速率也就会比外端的小[参看式（5.23）]。
最后，台阶的形状达到稳定状态时，台阶上各点的角速度都是一样的，这样的生长方式将在光滑界面
上形成蜷线式的小丘，称为生长丘。
如果有一对异号螺位错（一个左旋螺位错和一个右旋螺位错）在表面露头，间距大于2r。
其间的台阶以类似的方式运动，如图5.13所示。
由两个中心（位错露头处）传播出来的台阶相遇而消失，便形成一个闭合的台阶传播出去，这样的过
程不断重复，也能提供无穷无尽的台阶。
值得注意的是，一对异号螺位错所产生的台阶是一层层闭合平台，而单个螺位错所产生的台阶是一个
连续螺蜷面式的台阶。
单个螺位错和一对螺位错所产生的台阶结构，如图514所示。
所有这些螺位错产生台阶的方式类似于作为位错增殖机制的Erank～Read源产生位错的方式。
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编辑推荐

《材料制备科学与技术》是朱世富编写的，由高等教育出版社出版。

Page 6



第一图书网, tushu007.com
<<材料制备科学与技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 7


